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Prufungsantrag gem. i 44 PatG ist gestellt 
(g) Datenspeicher 

(g) Die Erfindung bstrifft ainen DatenspeichBr, der die fol- 
genden Merkmale aulweist 

- wenigstens ein Speicherzellenfeld, das Speichorzellen 

aufweist 

- eine Redundanzschattung, die wenigstens eine Redun- 
danzspGicherzeJIe aufweistr 

' eine Redundanz-Selektlondeftungsauswahlschaltung, 
die mindestens einen Zuordnungsspelcher aufweiat. In 
dem efne Zuordnungsrnformatfon abspefcherlMr ist, wo- 
bei aufgrund der Zuordnungsinformatlon wenigstens 
eine Redundanz<Spercherzelle zu wenrgstens elner Spel- 
cherzetle zuordenbar tst, 

- der ZuordnungsspeFcher weist zur Aufnahme der Zuord- 
nungsinformatlon eine Zuordnungsspefcherzeile mit ef- 
nem Zwfschenspelcher auf. 

■ Bel den bekannten Datanapelchern slnd ]e nach dem ver- 
, wendeten Programmierverfahren belm Zuordnen von 
• Redundanzspeicherzellen zu Spefcheizellen relatfv lange 
Prog ram mierzelten erforderllch. 

Bei den erfindungsgemd&en Datenspelchem ist die Zu- 
ordnungsinformatlon vom Zwischenspelcher In die Zu- 
ordnungsspelcherzeile Obertragbar. Dadurch kAnnen 
schnell und mIt geringem Energleverbrauch Redundanz- 
speldienellen zu defakten Spelcherzellen zugeordnet 
werden. 



Anmelder efng«reiclften UnterlagM witnomimn 



<DATEN> 




READ 



PROG 



FLASH-ZELLE 



—151 



<AUSGANG> 



Ul 



BUNDESDRUCKEREI 07.98 802 039/4S/1 



23 



DE 197 08 965 A 1 



BeschrBibung 

Die Erfindung betrifft eineo Datenspeicher, der die folgeodea Medanale aufwdst: 

- wenigsteDS ein Speicherzellenfeld, das Speicheizellen aufw^U wobei die SpeicbarzeUeQ durch Ardegea wenig- 
stcns eincs Selcktionssignals an im Bcrdch der Spcichcrzellen votgesehene Sclektionslcilungen selekticxbar sind, 
wobei die S elekdonsLeitungen Worddtungen und/oder B itleitungcn umfassen k5imen» 

- eine Redundanzschaltung, die wenigstens eine Redundaazspeicherzelle aufweist, wobei die Redundanzspeicher- 
zeUen duich Aniegen wenigstens dnes Redundanz-Selektionsagnals an im Bereich der RedundanzspeicherzeUen 
votgesehene Rcdundanz-SeLektioosleitungen seLektieibar sind, wobei die Redundanz-Selektionsldtungen Redun- 
danzwortldtUDgen und/oder Redundanzbitleitungen umfassen k5nnen, 

- eine Rpdiin f1''"g -S*?V^*^""'^^^^'"g'*»"^w"^^'^^"^*^gi die mindesteas einen Zuordnungsspdcher aufweist, in 
dem eine Zuoidnungsinfonnation abspdcherbar ist, wobei die Redimdanz-Selektionsldtungsauswahlscbaltung so 
ausgebildet ist, dafi aufgnind der Zuoidnungsinfonnation wenigstens eine Redundanz-Selektionsleitung zu wenig- 
sCoueinerSelektionsldtungzuOTdenbarist, . ^ 

- der ZuQidnungsspeicher weist zur Aufiiahme der Zuordnutigsinfonnation eine Zuoidnungsspeicherzelle mit ei- 
nem Zwisdienspdcher auf, 

- der Zuoidnuzigsspeicber ist so ausgebildet, daB in dnem Betxiebsmodus des Datenspeicheis die Zuordnungsin- 
fonnation v<»i der ZuordnungsspeicherzeUe in den Zwiscbenspeicber Qbertragbar ist. 

Datenspeicher und insbesoodece Halbleiteidatenspdcher weiden bSufig auf die folgende Weise bezgestellt ZunMchst 
wild eine Vielzahi von Datenspeichem auf cnnem Substratabschnitt exzeugt, der WbSbt genannt winL Nach der Heistel- 
lung des Wafers werden die einzelnea Datenspeicher getestet, und zwar insbesoodeze darauQiin^-ob die Spdcfaeizelten 
des Speichozellenfelds und die RedundanzspddieizeUai der Redundanzschaltung ordnuagsgCT^lB aibeiten. Dabei wird 
in jede Speicherzelle bzw. in jede R«^iitv1an«p etrhp.mnB wiededKdt ein jeweils unterschiedlicher yfhxt gc»chneben, 
wobd durch eine nachfolgende Leseoperation uberpriift wird, ob <fie geprttfle Speacheizelle brw, Redundanzspeicher- 
zelle ordnungsgen^ beschrieb«i werden konnte. Falls eine defekte Speicherzelle ennittelt wird, so wild die Reduo- 
danz-Sdektionsldnmgsauswahlschaltung so programmiext, dafi eincr unbraucfabaroi Spdcheizdle eine odnungsgem&B 
arbdtende RedundanzspdcheizeUe zugeoidnet wird. Dies erfolgt so, dafi die zugeordnete RedundanzspeichexzeUe daa 
Funkdon der als defekt eikannten Speidjerzelle iibemimmt Aufgrund d^ besonderen AusbUdung der Redundanz-Se- 
Lekdonslcitungsauswahlschaltung kann eine zugeordnete Redundanzspeicherzelle so angeq;>rochen wento, daB das 
Speicherzellenfdd von auBen den Eindnick OTWckt, ausschlicBlich otdnungsgemafi aibeitende Spdcheoellen au&u- 

weisen. -i j. . t t\- 

In einem nachfolgenden Schritt wild der Wafer in einzelne Datenspdcher zersagt Daraufhin werden die emzelnen Da- 
tenspeicher in Gdiausc UKXitiert und emcut einem Tbst untcrzogen, wobei erst danach die Ausliefenmg der gattungsge- 
maficn Datenspeicher erfolgt. 

Die aus der US-A-5 200 922 bekannten gattungsgemafira Datenspeicher haben Redundanz-Selefctioosleiliingsaus- 
wahlschaltungen, die statische SpdrfjerzeUen aufv^isen, um dne Zuordnungsinformation abzu^jdchem, aufgrund der 
im Betrieb dne Redundanzspeicherzelle einer defdcten Spdcherzelle zugeordnet winL Zur PtDgrammicrung dicscr 
Speidierzellen werden rclativ hohe Spannungen benStigt, so daB bei den gatnongsgemfificn D^cnspeichcm ein zusaizli- 
cher Schaltungsaufwand eiforxleilich ist. Weitednn sind je nach dem verwendetCTi Ptogrammierverfahren beim Zuord- 
nen von Redundanzspdcheizellen zu Speicherzellen relativ lange Programmierzeiten erforderlich. Dies ist besonders 
storcnd, wcil beim Test der gattongsgemaBen Datenspeicher auch die RedundanzspdcherzcUcn auf ihre oidnungsge- 
mafie Funkdon hin Oberprilft werden mUsswi, was durch ein wiedertwltcs Umprogrammieren dex Rcdundanzspcichcrzel- 
len erfolgt. Bd dner Vielzahi von RedundanzspeicherzeUen summieien sich die PiDgrammierzeiten auf, so daB <fie 
tJberpriifung besondera zeitaufwendig ist Mit der tJberprufung ist auch ein hoher Stromverbraudi veibunden. Wdterhin 
sind imBereich der Zuordnungsspdcher votgesehene Latches voigesehen, in die beim Betrieb des gattungsgemafien Da- 
tenspeichcrs Informadonen aus den Zu<»dnungsspdchem geschrieben werden. Insgcsaml sind die gattungsgem^n Da- 
tenspeicher aufwendig in der Herstellung. 

Es ist daher Aufg^ der Erfindung, einen Datenspeicher bereitzustellen, der einen einfachen Aufbau hat, bd dem 
schnell, einfach und mit geringem Enetgieverbrauch RedundanzspeicherzeUen zu defektea Speicherzellen zuordenbar 
sind. 

Diese Aufgabe wild gemaB der Erfindung dadurch geldst, daB der Zuordnungsspeicher so ausgd3ildet ist, daB in einem 
Progranunimiodus des Datenspddiecs die Zuordnungsinformation vom Zwischeospdcher in die Zuoninungs^)dcher- 
zelle abertragbar isL 

Dabd ist insbesoodere vocgesehen, daB die im Zwiscfaeospdcher bzw. Latch abgespsicherte Informauon ein vcxi au< 
Beriialb des Datenspeichers vorgegebener Wbrt ist, der auf dn besondeies Signal hin nichtfiuchtig in die beispielsweise 
als Rash- oder EEFROM-Zelle ausgebildete Zuordnungsqpdcheizelle COser^agen winL So eigibt sich eine Schaltung, 
die sowohl in dnem Zustand ■mchtflOchtiges Schatten RAM" (NVM Shadow RAM) als auch - bei aUciniger Nutzung 
des Latch - in einem Zustand "gewdhnliches RAM" betticben werden kann. Der rdne RAM-Betrieb crleichtert das Aus- 
testen der Komponenten des Datenspeichers wesentUch. wahrend der NVM Shadow-Mechaniamus die EinsteUungen 
auch ohne exteme Spannung ezfaSUt Durch die erfindungsgemafie Ausbildung eigibt sich der weiteie Vorteil, daB pro Bit 
des Zuordnungsspcichers nur dne einzige Zuordnungsspdcherzelle notwendig ist, die darilberhinaus auch besonders 
einfach zu programmiercn isL « „ . ^ 

Dabei ist in weiteier vorteilhafter Ausbildung der Erfindung v<xgcschen, daB die nicht fiOcfatigea Zellen im Zuord- 
nungsspeicher mit dner negaliven Spannung am Control-Gate piogramndeibar sind. Dadurch ist der ^Kxdnungsspd- 
cher namlich besonders dnfach innerhalb eines Flash-Spdchers mit negativer Control-Gate-I^?QgramtmBrspannung zu 
realisieieiL 
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In cfiesetn Zusammenhang ist es weiterhin voiteilhaft, wenn der Datenspeicher so ausgebildet Lst, daB die in der Zu- 
ordnungsspcichcizcllc abgespeicherte Zuoidnungrinformation bcim crstmaligen Aktivieren des Datcnspcichcrs in den 
Latch geschrieben wird, wobci im folgenden Betrieb nur noch auf die im Latch voriiandcnc Zuordnungsinformatioa zu- 
gegegnffen wild. Dann wild zum Betrieb des erfiodungsgemafieo Datenspeichezs nur ein sehr Ideiner Strom beoOtigU 
denn daduich tritt nur einmal ein hoher Stromverbrauch auf, und zwar bdm Ausleseo des Zuoidnungsspeichers beim 5 
Einscfaalten des Datenspeicbers. 

FUr Testzwecke erwelst sich die vorstehetxde ^^Igeheasweise als zeitspaiend, da beim Speichertest und beim Zuord- 
nen derfiedundanz-Speicheczellen zu den SpeichetzeUea das sdmell reagimnde Latch eingesetzt wild, w^hrraid die Zu- 
ordnungsinibnnation statisch in der Zuoxdnungsspeicbeizelle abspeicheibar ist Somit laBt sicb auch die Redundanzzu- 
otdnung ftlr Testzwecke schneU vo^dem, wobei ein als biaudibar gefundeocr Zuoidnungszustand nach Testende aus lo 
den Latches dauo^aft in die Zucxdnungsspeichezzelle geschridiea wild, l^itezfain lst von Bedeutungp daB insbesondere 
beim Andem des Latch-Zustandes keane Hochspannung bendtigt wild, was den Schaltuiigsaufwand ebenfalls vermin- 
dcrt _ . 

Wenn die ZuozdnungsspeicheizeUe und/odor die Ansteueischaltung fOr die Zuordnungss^cheizelle so ausgebildet 
ist, dafi sie insbesondere am Control Gate mit einer posidven Spannung ISsdibar und mit einer negativen Spannung pro- is 
grammierbar ist bzw. Ifisdit und programmim, dann kann sie be6<xid«s vorteilhaft in einer WortLeitungsre duod n nzs chal- 
tung im Zusammenhang mit FLash-Dalenspeicbeni mil einer negativen I^ogrammierspannung eingesetzt werden. 

Vorteilhafterweise w^den filr die erfindungsgemaBen ZuordnungsspeicherzeUB Flash-Speicheizellen verweodet, die 
unter Anwcndung won Fowlei^Nordheim-Hmnclstremcn leschbar und programmicxbar sind Dies ist beisplelsweise bci 
FLOTOX-EEPROMs bekannt und und diese Tbchnik wild auch fUr Plasb-Spdcher insbcsotidcre in der 0,5 iim CMOS- 20 
Ibchnik angewendet . . 

In vorteilhaflen AusbildungKi sind die Zuc»dnungsspeicheizellen jeweils als Stacked-Gate-ZeUe ausgebildet, die su:h 
flfichengUnstig herstellen lassen. Bei der Ausbildung der Zuordnungsspeicheraelle als Split-Gat&-ZeUe etgibt sich der 
Vorteil einer bcsondcrs einfachen Scfaaltung, die darUbcr hinaus vcthindcxt, daB duich Fkozefisciiwankungen der Serieo- 
Gate-L^ge in Aferbindung mit extiemen over-erase-Effekten LecksliOme entstehen. ^ 

Weiterhin ist wenigstens ein Adrefidecoder vojges^en, der zwischen einen AdieBbus und die zu den Speicbeizellen 
ftlhiendM Sclektionsleiumgra geschaltct ist, wobci der AdrcBdccodex vorteilhafterweise so ausgebildet ist, daB eine 
Oder mehi«e Sclektionsldtongwi entsprechend einer am AdreBbus aniicgenden Adrcsse selektiwbar sind. AuB«dem ist 
ein RedundanzadreBdecoder vcHgesehen, der zwischen den AdreBbus und die Redundanz-Selektionsleitungen geschaltet 
ist, die zu den RedundanzspeicherzellKi fUhren, wobei der RedundanzadreBdecoder so ausgebildet ist, daB eine oder 30 
mehrwc Rcdundanz-Sclcktionslcitungcn entsprechend einer am AdreBbus aniicgenden Adressc selckti«bar sind. Wfei- 
terfiin ist die Rcdundanz-Sclekdonsleitungsauswahlschaluing bcvorzugt im B«cich des RcdundanzadreBdeoodcrs ange- 
ordnet Der wie vorstehend ausgebildete Datenspeicher erweist sich als besonders vorteilhaft, weil die Redundanz-S&- 
lektionsleitungsauswahlschaltung sowohl in einem Rogramnrierungszustand, in dem die RedundanzspeicheizeUen d&- 
feklen SpcicheizcUcn zugcoidnet werden, als auch in einem Bctriebszustand, in dem die cntsprcchendcn Rcdundanz- 35 
speichcrzellen dcfekte SpcicherzcUen crsetzen, cinfech zu bctrdbcn ist Im Programmicrungszustand erfihrt dann nam- 
Uch die Redundanz-Selektionsleitungsauswahlschaltung von dem angeschlossenen AdreBbus die Adressen der jeweils 
zu ersetzcnden Speicherzellen tiber die gleichen AdreBleitungen, Uber die im Betrieb auf die RedundanzspeicheczBUen 
zugcgtiffen wird. Dadurdi wild der Schaltungsaufwand betrachtlich vemrindcit. 

Besc»iders vorteilhaft ist der erfindungsgemaBe Datenspeicher mit einem AdreBdecoder ausgebildet, der dutch den 40 
RedundanzadreBdecoder deakdvierbar ist Daduich wild ein fehlerfaaftes Auslesen von Information veifaindert, da in 
dem Fall, in dem auf eine RedundanzspeicherzeUe zugegiiffen wird, keinerlei Zugriff auf eine Speicherzelle erfolgt 
Weiterhin eritdht sich die Zuverl^gkeit des Datenspdchos. 

Darflberfainaus ist es besondos vorteilhaft, wenn der Datenspdcher die folgenden Meikmale aufwdst: 

4S 

- der AdreBbus ist als paralleler AdreBbus mit einer Anzahl von AdreBbusleitungen ausgebildet, 

- der Zuc»dnungs^cher weist Zuordnungsspeicherzellen auf, wobei die Anzahl der Zuoidnungsspeicherzeilen 
gleich der Anzahl der AdieBbusldtungea ist. 

Dadurch ergibt sidi eine ein&che Deoo£erung der am AdreBbus aniicgenden Adresse sowohl im Programmiermodus SO 
als auch im Arbdtsmodus des Zuordnungsspeichers des Datenspeicbm. ^forteilhafte^weisc sind gleich mehrere der wie 
vorstehend ausgebildeten Zuordnungsspdcfaer vorgesehen, wobd dann jcder Zuordnungsspeichcr wenigstens eine Vali- 
dierungsspeicherzellB mit einer \WidierungsadreBleitung aufweist Damit wird jeder Rf dimdanz- Selektionsle i tung wie 
beispielswrase einer Redundanzwortleihmg genau ein Zixxdnungsspeicher mit einem ganzen Satz von Zuordnungsspei- 
cherzellen sowie mit einer Vali<fierungsspeicherzeUe bdgeordnet, wobci alle Zuordnungsspdcher parallel auf den ss 
AdreBbus geschaltct werden. Somit exnp^igt jeder Zuordnungsspeicher die momentan auf dem AdreBbus anliegende 
Adresse, wobei bei geeigneter Programtmerung der Zuordnungsspeicherzellen einzelne Zuordnungsspeicher zu be^ 
stimmte'n, auf dem AdreBbus aniicgenden Adressen zuordenbar sind. Dutch die geeignete Pkogrammierung der ^^lidie- 
rungsspeichcrzdle kann dann sichergestellt werden, daB nur der gewiinschte ZuoidmmgBspeichor auf cde momentan am 
AdreBbus anliegende Adressen anspdcht. . . ^ 

IMe vcHStehend eriautoten Ausbildungen des erfindungsgemMBen Datenspeicheis erweisen ach vor alien Dingen bemi 
Normalbetrieb des Datenspeichers als vorteilhaft, bei dem auf den Datenspeicher zugegriffen wird. IrisbesonderB zur ein- 
fachen Programmicrung der Zuordnungsspeicher des CTfindupgsgemSBoi Datenspeichers weist diescr die folgenden 
Merkmale auft 

6S 

- die Redundanz-SeiektionsleitungsauswahLschaltung weist nicht nur einen, sondem mehrere und insbesorxSere 
statische Zuordnungsspeicher zur Aufhahme der Zuordnimgsinfdrmadon auf, 

- im Berdch der Zuordnungsspeicherzellen sind Zuordnungsadrefilcitungen voigcsehen, wobei durch Anlegen we- 
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nigstens eines ZuordnungsadieBsignals an wemgstens cine ZuoidnungsadreBldtung wenigstens ean Zuoidnungs- 
speichcr selekderbar ist. 

Durch die voistehende Weiterbildung der Erfindung kann einer der mehreren ZuordnungsspeichBr beim Programmie- 
ren ein&cfa ausgewShlt werden. 

Dabei ist vorteilhafterweise waxigsteos ein zwischen eincn Zuordnungsadrcfibus und die Zuordnungsadrefileitungcn 
gcschaltctea: Zuoidnungsspeidicrauswahldcoodcr vorgeschcn, dcr so ausgebildet scin kann, dafi cine odcr mdircre Zu- 
ordnungsadrcBldtiingea eotsprechendeiner amZuondnungsadrefibus anliegenden Adresse selektieibar sinA DerZuoid- 
nungsspeicheiauswahldecdder kann dabei als Schaltwerk ausgebildet sein, das auf einem paiallelen Bus ankotnmende 
kodierte Zuoidnungsspeicheradressen in an dnzehsea Zuordnungsspeichem anliegende Signale umwandelL 

Be! dcm wie vorstehend ausgebildeten Gegraistand der Erfindung gewahdeistet cin dnziger AdreBbus den Zugdff auf 
das Speicheizellenfeld und <fie Redundanzspeichensdlen, wahreod nut dnem ZuotdnungsadreSbus diejeoigen Zuaid- 
nungsspeicheizellra adressiext wenko, die zur Zuordnung der Redundanzspeichezzellen zu den Spdcheizelleo program- 
mieit werden witissen. 

Bd einer besooders einfach zu handhaboxdcn Ausgestaltung der Erfindung erfolgt das Rrogranmiieren der Ziioid- 
nungsspeicher, indon in jedem Zucndnungs^cher die Adresse einer andereo zu etsetzendea Spdcherzdie abgespei- 
chert wild, wobei ttber den ZuordnungsspdcherauswahldBCodBr ausgewflhk wird, wdcher Aiordnungsspeicher die 
Adrcssiening fiir eine bestimmte zu ^setzeade Spdcbezzelle abcmimmt Dabd wird das am Adiefibus anliegende Ser 
Idoionssignal fUr die zu ersctzcodc SpdcherzcUc glcicb als Ptogrammierungssignai fiir den Zuoidnungsspdcher mitycr- 
wcndci, wobei durch gcdgnctc Vcrschaltung dchcrgestdlt ist, dafi immer nur ein Zuordnungs^cher zur Zdt mil dner 
Adresse programnriert wird. In dieser Ausgestaltung ergibt sich der erfindungswesenfliche \bEteiU dafi bezdts die am 
AdreBbus anliegenden Signale geringer StMrke ausreidien, um den Zuoidnungssfpeidier mit den Zuocdnungsinformatio- 
n«i zu vcrsQigen. Im Stand der Technik war dies nicht mflglich, vidmcbr wuxdeo zum Prpgrammi«en d» Redundanz- 
Scldoionsleitungsauswahlschaltung hohe separat cizeugte Ptogramnderspannungai benOtigt. 

Die Erfindung ist in da: Zeichnung anhand dnes Ausfilhrungsbeiayiels nSher vexanschaulicht 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines erfindungsgemafien Daten^)dchers, 

Fig. 2 zdgt cin veicinfachtes Blockschaltbild, das die Arbdtswcise einer ZuoidnungsspeichcrzcDe zusammoi mit d- 
nem Latch in eines erfindungsgem^n Datenspdcher vcranschaulicht. 

Big. 3 zeigt ein Blockschaltbild eines RedundanzadreBdecoders des Datenspdchers aus Fig. 1, 

Fig. 4 zeigt ein Blockschaltbild eines Zuordnungsspdcherauswahldecodeis aus Rg. 3, 

Fig. 5 zeigt cin Blockschaltbild eines Zuordnungsspdchcrs dcs RedundanzadreBdecoders aus Fig. 3, 

Fig. 6 zeigt ein Schaltbild einer Zuoidnungsspdchcrzelle des Zuordnungsspeichcrs aus Fig. 5, 

Jig. 7 zeigt eine Sense-Sdialtung der in Fig. 6 gezeigten Zuoidnungsspeicherzelle in nMherem Detail, 

Fig. 8 zeigt eine als Stacked-Gale-Zdle ausgestaltete ZuQidnungsspeich»:zelle, und 

Fig. 9 zeigt eine als Split-Gate-ZeUe ausgestaltete Zuordnungsspdcbeaelle. 

Fig. 1 zeigt ansa erfindungsgemafien Datenspeicher 1, der auf einem in dicser Ansicht nicht gezeigtm Halbleitecsub^ 
strat erzeugt ist. 

Dcr Datenspdchra- 1 hat dn Speicherzellenfeld 2, das bdspielsweise ein DRAM, dn SRAM, ein EEPROM, ein Flash 
odcr dn FRAM sdn kann. Da Spdcherzellcnfeld 2 weist senkrecht zudnander vcrlaufende WorUdtungen XSELO bis 
XSELn sowie Bideimngen YSEIjO bis YSELn auf. Ober die Wort- und Biddtungeo kdnnen durch Anlegcn geeign^r 
Seldcdonssignale einzelne Speicheizellen im SpeicheraeUenfeld 2 ausgewShlt weiden. In Fig. 1 ist dabd nur eine einr 
zige SpeicheraeUe SI dargestdlt, die durch Selektieien der Wortldtung XSELO und er Bitldtung YSELO ausgewahlt 
wild. In dicser Ansicht sind zum Speicherzellenfeld zugeharigc Ansleucrsdialmngcn wie bdspiclswdsc Pcgelwandlcr 
nicht gezeigt. 

Der Datenqwicher 1 weist wdterhin ein RedundanzspdchetzeUenfeld 3 auf, das Redundanzwcwtldtungen RXSELO 
bis RXSEL3 aufweist. Im Obrigen veiwendet das Redundanzspeicheizellenfeld 3 die Bideitungen YSELO bis YSELN 
des SpddierzeUenfelds 2 mit Ubw die RcdundnnzworUdtungen RXSELO bis RXSEL3 und die Bideitungen YSEL 1 bis 
YSELn kdnnen Redundanzspdcheizellen dcs Redundanzspdchcrzellenfelds 3 ausgewahlt wcidcn. In Fig. 1 ist nur eine 
Redundanzspeicherzdle RSI dargestellt, die durch Anlegen gedgneter Signale an die Wortleitung RXSELO und an die 
Bitldtung YSELO ausgewflhlt werden kann. Der Datenspdcher 1 hat wdterhin dnen Adiefidecoder 4 fiSr die WcMlldtun- 
gen XSELO bis XSELn des Spdchetzcllcnfdds 2. Dcr Adxefidecoder 4 cn^fflngt AdrcBdatcn von einem parallelen 
AdreBbus 5, der mdaieie parallde Adrefildtungen aofwdst, was in der Zdcfanung durch einen auf dcm AdreBbus 5 an- 
gebrachten Scbrflgstrich veideudicht ist Der AdreBdecoder 4 wandelt die am AdreBbus 5 anliegenden Adiessen in An- 
steuerungssignale fOr die Wordeitungen bis XSELn um, Der AdreBdecoder 4 ist hiozu auf flbliche Wdse auf gebaut und 
wird hier nicht eigens beschrid)en. Wcitcibin weist dcr AdreBdecoder 4 eineo Deakdvierungseingang 6 auf. Wird m den 
Deaktivicrungseingang 6 dn logischcs -I'-Signal angdcgt, werd«i alle Signale XSELO bis XSEUi auf logisch "0" ge- 
setzt. 

Der Datenspdcher 1 hat schlieBlich noch dnen Redundanzadrefidecoder 7, der in AbhSngigkeit von seiner mtemen 
Programmierung und den vom AdreBbus 5 ankommenden AdrcBdalwi die RedundanzwoiddtUAgra RXSELX) bis 
RXSEL3 anstcucrt. Der Redundanzadrefidecoder 7 s^ mit dcm Deakdvicrungsdngang 6 des Adrefidecodcrs 4 in Ver- 
bindung, und zwar derart. dafi der AdreBdecoder durch den Redundanzadrefidecoder 7 deaktivierbar ist Der Redundanzr 
adreBdecoder 7 weist flir seine Ptogramnueiung und seinen Betzieb einen ZuordnuQgsadreBbus 8 sowie verschiedene 
Programmicrungssteuenmgssignale auf. Ubcr die Ptogrammietungssteuerungsdgnale FEIOGN, READ, ENA und LO- 
ADN in den RcdundanzadrcBdccodcr 7 cingegeben werden kfinnen. 

In Fig. 1 ist die aus Rcdundanzspeich«zellenfcld 3 und Redundanzadrefidecoder 7 bestehende Reduadanzschaltung 
exemplarisch fiir die Wortldtungen XSELO bis XSELn vorgesehen. Ebenso kann dne Redundanzschaltung flir die Bit- 
Idtungen YSELO bis YSELn vorgesehen sdn. Wegen der veidnfachten Darstelhmg ist eine derartige Redundanzschal- 
tung fUr die Bideitungen in dieser Ansicht nicht gezeigt 
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F^, 2 zeigt das Grundprinzip des Betriebs einer crfindungsgemaSen ZuordnungsspeicherzeUe in dnem Datenspei- 
cher, die hicr als Flash-Zcllc 150 ausgcbildct isu awanuncn mil cinem Zwischcnspcicher bzw. Latch 151. Mit ciacm Si- 
gnal LOAD wciden Sclcktionsdatcn (d, h. Datcn, die angcben, daB cine Zuordnungsspeicherzclle bestitnmten Zustand 
"0" Oder "1" aufweist) von dem Eingangsbus (Daten) in den Latch 151 geladen. Do: Ausgang des Latch 151 ist Teil der 
StBuecung ReduDdanzdecodeis, wobei dex Redundanzdecoder entspiechend der Anzahl der Redundanz-Selektionslei- 5 
tungen und emspzechend der Anzahl der Leitungen eines Datenbus zum Zugriff auf den Bateospeicher eine Anzahl von 
"Register" aus Rash-Zelle 150 und Latch 151 aufweist Die AusgSxige aller Register zusammoi stellen den alctuelloi 
Stand der Ptogranunienuig des 'P^HnnrtanrH'^^^"^ dat Mit einem Signal PROG wird die Information des Latch nicht- 
flUchtig in die Flash-Zelle programniieit. Mit dem Signal READ wild diese nichtfluchtige Information wieder in das 
Latch Obeitragen, beispielsweise, wenn der Daten^)dcher zur Inbetriebnahme erstmals mit En^e versorgt wird. to 

Fig. 3 zeigt den RedundanzadreBdecoder 7 aus Fig. 1 in i^berem Detail Zentralc Bestandteile des Bctriebsbcieiches 
des RedundanzadiefidBcaders 7 siod vier Zuoidnungsspeicber 10, U, 12 und 13, die ausgangsseitig jeweils mit einer der 
RedundanzwoitLratungea RXSELO bis RXSEL3 in \bzbindung stehen. Eingangsseitig stehen die Zuordnungsspeicher 
10, 11, 12 und 13 mit dem Adcefibus 5 in \ferbindung. ZusStzlich ist jeder der Zuordnungsspeicher 10, 11, 12 und 13 mit 
einer AktivierungsleiUmg vobunden, die ein Signal £NA litfeit 

Zur Gcnerierung eines Dcaktivicningssignals DIS fOr dm Dcaktivieningsdngang 6 des AdteBdocoders 4 ist em De- 
aktivienmgsschaltwerk 14 voigesehen. Das Deakdvierungsschaltwerk 14 weist zwei NAND-Gatter mil jeweils zwei 
Eingangen auf, wobei ein NAND-Galter eingangsseitig mit den Reduztdanzwoxtleatungen RXSELO und RXSELl ver- 
bundcn ist, wahrcnd das anderc NAND-GaOM eingangsseitig mit den RcdimdanzwOTtLeitungai RXSEL2 und RXSEL3 
vcrbundcn ist Die Ausgfiogc der NAND-Gatter wciden zwci EingSngen eines NOR-Gattos zugefilhrt, das das Signal 20 
DIS geoeriert 

Der AdreBbus 5 bildet zusammen mit den Zuordnungsspeichem 10, 11, 12 und 13 sowie mit dem DeaktivierungSr 
schaltwerk 14 den im Nannalbetrieb des Datenspdchets 1 aktiven Beoiebsbmich des RedundanzadieBdecoders 7. Es 
ist Idar, daB orit steigwKte Anzahl von Redundanzwortleitungcn RXSEL eine steigende Anzahl von 21iOTdnungsspei- 
chem im RedundanzadzeBdecodo- 7 vorgesehen werden mUssen. Im AusfUhzungsbeispiel der Erfindung sind jedoch nur 25 
vier Redundanzwoitleitungen vcxgesehen. 

Der RcdundanzadreBdeoodcr 7 hat auch eincn Programnrierungsbcreich, do- ausscblicBlidi im Progtamniicrungsmo- 
dus des Dalenspcichers 1 aktiv ist Dazu weist der DalbHispeichw' 1 dnen ZuordnungsadreBdecodcx 15 auf, dor dngangs- 
seitig mit dem ZuordnungsadreBbus 8 sowie mit der Steuerungsleitung LOADN verbunden ist. Auf die Eingabe eines ge- 
eigneten ZuordnungsadreBsignals auf dem ZuordnungsadreBbus 8 und eines Signals LOADN wird einer der vier Zuord- 30 
nungsspcicher 10, 11, 12 und 13 fflr den Programmierbetrieb aktivicrt Ifieizu weist der RcdundanzadreB&wodcr 15 vier 
Ausgangsleiiungcn 16 auf, die mit YO, Yl, Y2 und Y3 bczcichnet sind und die zu Aktivicaungscingangcn LOAD dcrZu- 
otxinungsspeicher 10, 11, 12 und 13 zugefiihrt werden. Weiterhin weiden den Zuordnungsspeichem 10, 11, 12, und 13 die 
extemen Programmierungs- Steuenmgssignale PROGN und ENA zugefUhrt. 

Die Zuordnungsspeicher 10, 11, 12 und 13 weisen wdtcrhin je drei EingMnge ZE auf, die Qbcr jc eine Ansteueigruppe 35 
23 aus drei Flasb-Zcllen 24 duich eine betatigbarc TireibcrschalUmg 17 (WLDKIV) nrit einer RrogranmiiMspannung ver- 
sorgt werden, wobei die insbesondere deren Polaritfit von dem gewiinschten Betriebsmodus des Redundanzdecoders 7 
abhangt Die vcm der Tteibmchaltung 17 an die EingSnge ZB (Control Gates der als Zuordnungsspeicherzellea verwen- 
deten Flash-Zeilen) eigeben slch wie folgt: 
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Die genaue Funkdonsweise der IVeibersdbaltung 17 ist hier nicht gezeigt 

Fig, 4 zeigt den ZuordnungsadrcSdecodcr 15 aus Fig. 3 in nSterem Detail We man sicht, weist der AiocdnungsadreS- 
decoder 15 vier NAND-Gancr mit jeweils zwei EingSngen auf, die mit zwei Invcrtem wie InFfg. 4 gezeigt zu eincm Zu- 60 
otdnungsadreBdecoder-Sdialtwerfc 18 verschaltet sind. Wie man in dieser Ansicht besondeis gut sieht, hat der Zumi- 
nungsadreBbus 8 nur zwei ZuordnungsadrefileiUingen ZADRO und ZADRl. Aus den beiden jeweils binSr ootfi^ten Zu- 
ordnungsadrcBleitungen des ZuordnungsadreBbus 8 werdm cfie Signale fUr <fie vier Ausgangslciiungen 16 g^aexktU und 
zwar indem je ein Ausgang eines NAND-Gaiters zusammen mit dem extemen Programmi«signal LOADN je einem 
NOR-Gatter 20 zugefiihrt wird. Je ein Ausgang eines NOR-Gatters 20 genmert eines der Signale flir die Ausgangsla- 6S 
tungen YO, Yl. Y2 und Y3. Dadurda wird wie in Fig* 4 gezeigt on Zucxdnuogsadiefisignal "00" auf dem Zuordnungs- 
adreBbus 8 so umgewandelt. daB an der Ausgangslratung YO der logische P^el "1" anliegt, wShrend bei den Ohrigen 
Ausgangsleimngen Yl. Y2 und Y3 der logische Pcgel "O" anliegt 
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Fig. 5 zeigt den 5^oidnungsspeicher 10 aus Fig, 3 in nahcrem Detail. Wie man in dieser Ansicht besonders gut sieht, 
umf&Bt der AdicBbus 5, dcr dcm Zuordnungsspeichcr 10 zugcfflhrt wird, hicr nur zwci AdrcBlcitimgcn ADRO und 
ADRl . Entsprcchcnd dcr Anzahl dcr EinzcUeitungcn dcs AdrcBbus 5 sind zwci Zuoidaungsspcichcrzcllen 19 und 20 im 
Zuotdnungsspeicher 10 voigesehen. Dabei steht die Zuordnungsspeicheraelle 19 eingangsseitig (AnschluB DATA) mit 
5 der Leitung ADRO des AdreQbus 5 in Verbindung, wahrend die ZuoidnungsspeidierzeUe 20 eingangsseitig (AnschluB 
DATA) mil dcr Leitung ADRl des AdrcBbus 5 in Vcrbindung stehL Mit slcigender Zahl voa Einzellcitungcn des AdreB- 
bu8 5 sind steigcnde Anzahloi von Zuoxdnungsspdchcizellen ootweodigt um dne k<Hickte Adrcgdccodierung zu ge^ 
wMhrleisten, ^ 

Weiterhin ist im Zuoidniingsspeicher 10 eiae VaiidierungsspeicheraeUe 21 voigesehen, die eingangsseitig (AnsdiluB 
10 DATA) mil dcr bereits in 3 gezcigten Ptogrammicningsleiiung ENA in Vcrbindung stcht. 

Die bddcn Ausg^ge DOUT der ZuordnungsspdcheizeUc 19 und der Zuordnungsspdcfacrzelle 20 sind jc cincm 
XNOR-Gatter mit zwei Eingangen zugefUhit, wobei jeweils der andere Eingang des XNOR-Gattera mit dem jeweiligen 
EingangsanschbiB DATA der Zuardnungsspeicherzelle veibunden ist Die Ausg^ge der beideo XNOR-Gatter sowie der 
Ausgaog DOUT der ^^iidierungsspeachexzelle 21 sind einem AND-Catter mit drd Eingangeo zugefOhrt Der Ausgang 
IS dcs AND-Gattecs fUhn zu der Redundanzwonldtung RXSEIA wie am besten in Fig. 3 zu sefaeo ist 

Die Zuordnungsspdcherzdlen 19 und 20 sowie die Validienmgsspeicbeczelle 21 sind an dch jeweils identisch aufg&- 
baut Sie weisen eine erste Gruppe von Progiammierungs- und Steuereingangsleituiigen VPROG, PROC^ und LOAD 
auf, die an entsptechende Programmierungs- und Steuerungsldtungen zum ZuQidnupgsspeidier 10 angeschlossen and. 
Weiterhin sind an den ZuoidnungsspcicherzcUcn 19 uod 20 sowie an dcr Validierungsspcichctzelie 21 cine zweite 
20 Gruppe von Programmicrungseingangcn READ, READN und READCLP v<xgcschcn. wobei die aitspiechenden Rx>- 
grammierungsagnale READN und READCLP aus dem extemen Signal READ generieit weiden. mezzu wizd das Si- 
gnal READ zunachst Ober einen Inverter 26 zum Signal READN inveitiert Aus dem Signal READN wird dann Ober eine 
in Fig. 5 gezdgte Tteibcrschallung 127 das Analogsignal READCLP generieit Wemi READ glddi dcr Spannung Vdd 
ist (z. B. glcich SV), dann gUt READCLP^VCLP (fllr z. B. VCLP=i;2V). 
25 Hinsichtlich des Aufbaus des Zuordnungs^cheis 10 ist noch wesentlich, dafi die ZuocdDungsspeicherzeUeo 19 und 
20 sowie die Validierungsspeicheizelle 21 bezflglich der ]nK>granuiiierupgaeiDg&]ge VPROG, PROGN, LOAD, READ, 
READN und READCLP parallel gcschaltct sind. 

Fig. 6 zcigi die Zuordmingsspdchaxelle 19 aus Fig. 5 in nahcicm Detail Die Zuordnungsspcicherzdle 19 gliedeit 
sich in ane Leseschaltung 27 (SENSE) und in eine Hochvolt-Latchschaltui^ 28 (LATHV). Bd LOAD gldch Ippsch "1|| 
30 wird der Wert von DATA in die Latdiscbaltung 28 iibertragen und exscbeint an DOUX Ml LOAD gleicb Ic^isch "0" 
wird der Wert gehaltcn. LATHV besitzt cinai zwcitcn Eingang DN, wobei der Weil an dieson Hngang invoticit in die 
Latchschaltung 28 abcrtragai wird. Da dieser Eingang kein dgenes Seldoioossignal hat, muB dcr Eingang im Rubezu- 
stand hochohmig beschaltet sein. 

Big. 7 zeigt die Leseschaltung 27 aus Fig. 6 in naherem Detail Entsprechend den Anforderungen der Latchsc haltnng 
35 28 hat die Leseschaltung 27 einai IHstatc-Ausgang DN. Im FaU READ glcich logisch "0" ist diesear Ausgang hochoh- 
mig. Im Fall READ glcich logisch "1" wird dcr dctckticrtc Wert dcr Rasb-Zcllc (niedriges Vt glcich lo^h "1" glcich 
OV auf der Leitung ZE) in die Latchschaltung 28 ubeitiagen. Im Programniiamodus (PROGN=0) wild je nach gespei- 
cherter Information die Programmieispannung an VPROG (z. B. S V) oder OV auf die AusgSngeZE duichgeschaitBt Das 
Control Gate dcr Zellcn wird bcim Ptogrammieren auf z. B. -12V gehaltcn. Vor jedcmProgrammi<a«n mUssen die Flash- 
40 Zelien durch Anlegen von z. B. ISV am Control Gate und OV an 2E gciascht wcrden. 

Das an ZE anliegende Signal wird Uber Nl an PI und P2 gespiegelt und ggf. verstarkt Der Strom-S chaltp n nkt der 
Schaltung wird dabei durch Dimensionierung von Nl, PI. P2 und N2 eingesteUt Der Ausgang DN kann einen hochcb- 
migen Zustand annchmen, indem READ=OV und READN=Vdd gcsctzt werdcn. 

Fig. 8 zeigt eine als Stacked-Gate-Zclle 115 ausgcstaltctc Spcichcizelle cincs crfindungsgemaBcn Zuordnungs^- 
45 chers. Jn ein Substrat 108 ist durch Dotierung eine Source 109 sowie eine Eteain 110 eingebracht Auf dem Substiat be- 
findet rich eine Tunneloxid-Schicht HI, auf der eine Roating-Gate-Schicht 112 aufgebracht ist Auf der Floating-Gat&- 
Schidxt 112 ist ein Inter-POly-Dielecuicum 113 aufg^racht. Schliefllidi ist auf dcm Inter-Poly-Dielcctricum 113 noch 
eine Control-Gate-Schicht 114 aufgebracht. die ebcnf alls ausschlicBlich mit dcm Intcr-Pbly-Dielectricum in Vcrbindung 
steht Untedialb der Darstellung in Pfe 8 1st die symbolbafte Bezdchnung der Stacked-Gale-Zelle 115 angegeben. 
30 Fig. 9 zeigt eine als Split-Gate-ZeUe 116 ausgestaUete Speicheizelle eines erfindungsgemaBen Datenspeichers, In ein 
Halbleitersubstrat ist eine Source 117 und eine Drain 118 durch Dotieren eingebracht Auf dem Substrat befindet sich 
eine l^inneloxid^chicht 119 sowie ein Floating-Gate-Beteich 120. Auf den Floating-Gate-Bcreich 120 ist ein Inter- 
Poly-Dielectricum 121 aufg^racht, und zwar derart, daB sich ein Bennch des Inter-Poly-Dielectiicums 121 vcm der 
Oberseite des Floating-GatBS 120 berunter auf die l^mnelcadd-Schicbt 119 ezstreckt Auf dem Inter-Poly-Dielectricum 
55 121 befindet dch das Control-Gate 122, wobd dcr sich von dem Beieich oberfaalb des Inter-Pbly-Diclecuricums 121 in 
dsn Bmich 6a Humeloxid-Schicht 119 erstieckende Beieich als Serieo-Gate 123 ausgebildet ist 

Im Betrid vezl^ ach der erandungsgemMBe Datenspeicher 1, wie nachfotgepd anhand der Fig. 1 bis 7 beschrieben 
ist Dazu wild angenommen, daB nach der Heistellung des Datenspeicfaeis 1 in einem T^tvocgang berausgefiinden 
wurde. dafi die Spdchezzelle SI defekt ist und daB die als ordnungsgem^ arfodtend herausgefundoie Redundanzspei- 
60 cherzclle RSI deten Funkdon abemehmen solL 

Beim PtogrammieiBn des Datensp^chers 1 derart, daB die Funktion der Speicbeczelie SI durch <£e Redundan^pei- 
cheizelle RS 1 ttbemommen wird, wird dazu am AdieBbus 1 eine Woideitungsadresse "00" aiigelegt, die die WortlBitung 
XSELX) an wahlt. D azu wird auf den bdden Selektionsleitungea ADRO und ADRl des AdrcBbus 5 (vgL Fig* 5) d« Wert 
logisch "00" crzeugt . 
6S Da dcr 2^ordnungsspcicher 10 die Zuordnung der Redundanzspeichcrzellc RSI vomimxiit, muB dxescr zm^chst fur 
seine Programmierung 10 ausgewMhlt werden. Dies geschieht daduich, daB am ZuordnungsadreBbus 8 eine Zuoidnungs- 
adresse "00" angelegt wird, die Qber die Ausgangsleitung YO (vgL Fig, 3 und Fig. 4) den Zuordnungsspdchs 10 aus- 
wShlt Wie in Fig. 4 gezeigt ist geschieht dies dadurch, daB auf ZuordnungsadieBIeitungen ZADRO und ZADRl die lo- 
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gische Adiesse "00" angelegt wild Darauftrin erscheint an der Ausgangsldtung YD ein Zustand logisch " 1 " . wahrend die 
Ubrigcn Ausgangslcitungcn Yl, Y2 und Y3 jewcils auf dcm logischen Pcgcl "0" Ucgen. Durch Anlcgcn von LO- 
ADNs"0" weiden die RAM-Zelloi in der Zuordnungsspdcheizdlc 19 mit den an den Leituqgen ADRO und ADRl an- 
liegendenWerteDbelegt 

\br dem FtDgratntmeiea des mchtflilcfadgen Tbils weiden die FLash-Zellen im Zuordnungsspeicher 10 duicb Anlegen 
von 15V am Control-Gate und von OV an ZB gel^Jscht (vgL Fig. 6 und 7). AuBerdcm mOssen noch die Ldtungen PRCXjN 
(Hg. 5) auf "0" gesetzt weiden und «ne entsprccfacnde ftogrammieispannung an VPROG angelegt werden (vgl. Bc- 
schreibung zu den Fig, 6 und 7). Auf diese Wrase weiden in den nichtflOchtigen Hail der ZuoidnungsspeichexzeUe 19 und 
der ZuordnungsspeicheizeUe 20 die Werte logisch "0" gesdirieben, und zwar cntspiechend den auf den Selektionsleitun- 
gen ADRO und ADRl anliegenden logiscben Werten. 

AuBerdem wird die Engangslcitung ENA (vgL Fig. 3 und Fig. 5) auf den Zustand logisch "1" gebiachL In der Vali- 
dierungsspeicheizeUe 21 befindet rich nacb dem I^POgrammierBn eotspiechend dem auf der Eingangsleitung ENA anlie- 
genden Wert logisch "1" eben&Us der Wert logisch "1". Daduich ist nach dem Progrananieren die Redundanzspeicher- 
zelle RSI der Speicheizelle SI zugeocdnet Ini BeUieb ved^ sich der wie vorstefaend prpgrammierte Datenspeicher 1 
wie nachfblgend beschneben. Dazu wild angenommen, daB im Betiieb des Datoispdcfaers 1 versucht weiden soUL auf 
die Spcicherzcllc SI zuzugicifen. Dazu wird auf die Selekti<Misleiaingen ADRD und ADRl des AdieSbusses 5 das 
AdreBdatum logisch "00" angelegt (vgL Fig, 5). Die Programmierungsleitungen ENA, READ, READN, VPROG und 
PROGN haben bei dem Betrieb des Dalenspeichera 1 nach dessen Inidalisieiung keuiBxlBi Funkdoo, aie wecden deakli- 

viert gehaltcn. . ^ ^» 

An den beidcn EingSngcn der in Fig. 5 gezeigtcn XNOR-Gattcr liegt dann jcweils der Wert logisch "0 an, und zwar 
einmal aiifgrund des von den Sclektionsleitungen ADRO und ADRl geliefierten Wertes logisch "0" und au^gnmd der yaa 
den ZuordnungsspeidieraellB 19 und 20 geliefexten und wahrend dea Programmierens gespeidberteo IK^ites logisch "0". 
Die Ausgangc der XNOR-Oatta" in Fig. 5 erzeugen daraufhin den Wert logisch "1", der dem AND-Gattcr in »>• 
gcfllhrt wird. In der Validierungsspcichcrzelle 21 befindet sich aufgrund der Programoueiung der Wert logisch "1", dor 
ebenfalls dem AND-Gatter nnt drd EingSngen in Fig, 5 zugefOhit wird. Somit geht der Ausgang des AND-Gatters mat 
drei EngMngen in Fig. 5 auf logisch "1" iiber; was die Redundanzwortleitoing RXSELO (vgL Fig, 3) auswMhlt. Auf diese 
Wcise wild die zur Redundanzspeicheizelle RS 1 zugeh&ige WMtleitong RXSELO ausge wShlt. w«m am AdieSbus 5 <fie 




nimmt der Ausgangs DIS desDeaktivieiungsschaltwerfcs 14 in Fig. 3 den Wert logisch ' 
decoder 4 (vgL Fig. l)dealaivieit, so daB Wechselwirtaingenzwischen dem Ausgang der Speicheizelle SI und dem Aus- 
gang der Redundanzspdcherzdle RSI verixindert weiden. 

Patentanspritohe 

1. Datenspeicher (1). der die folgcndcn Merkmalc aufwcist: 

- wenigstens ein Speicherzellenfeld (2), das SpeicberzeUen (SI) aufweist, wobei die Speichraellen (SI) 
durch Anlegen wenigstens eines Selektionssignals an im Bereich der Speicherzellai (SI) voigesehene Selek- 
tionsldtungen (XSELl. . . XSELn) seleklicibar sind, wobd die Selektionslcitungcn WOTtldmngai und/oder 
Bitleitungcn umfassen, . . j. 

- elne Redundanzschaltung (3, 7), die wenigstens eine RedundanzspeicherzeUe (RSI) aufweist, wobei die 
RedundanzspeicheizeUen (RS 1) durch Anlegen wenigstens eines Redundanz-Selektionssignals an im Beieich 
der RcdundanzspeicherzcUcn (RSI) voigesehene Redundanz-Sekktionsleitungen (RXSELl, . . RXSEL4) 
selekdobar sind, wobei die Redundanz-Selektionsleinxngcn Redundanzwodtleitungen CRXSELl,...* 
RXSEL4) und/oder Redundanzbitleatungen umfassen, 

- eine R*»>HiTnrfgny.^ SB lt»JcHcvi!«1mtMng smigwghlMhaltung. die mindestens dnen Zuordnungsspeicher aufweist, 
in dcm dne Zuoidnunganfoimalion abspeicherbar ist, wobei die Rcdundanz-Selekdonsleimngsauswahlschal- 
tung so ausgdiildet ist, daB aufgrund der Zuordnungdnfonnadon wenigstens eine R edi mdan ^ -Sclckdonslei- 
tiing (P Y<;PT ,1 ) Ml wenigstens ciner Seleklionsleituny (XSELl) zuoidenbar ist, 

- der Zixxdnungsqtdcher weist zur Aufiiahme der ZuoidnuQgsinformation eine ZuordnungsspeicherzBUB mit 
einem Zwischenspeicherauf, ^- r, _j 

- dcx Zuordnungsspeicher ist so ausgebildet, daB in dnem Betriebsmodus des Datenspeichers (1) die Zuoro- 
Duqgsinformatioo von der ZuordnungsspeicheizeUe in den Zwischenspdcher Qbertragbar ist, 
gdcenazidchiiet dncch das folgende Merkmal: 

- der Zuordnungsspdcher ist so ausgebildet, daB in einem Programnuermo^ 
oninungsinformation vom Zwischenspdcher in die ZuoidnuogsspelchazeUe flbeitiagbar ist 

2. Datenspeicher nach Anspiuch 1, dadurch gekennzdchnet, daS die Zuordnungsspdcberzellen so ausgebildet 
ginH , daB sie mit dner positiven Spannung Idschbar und mit dner negadven Spannung programmieibar sind, 

3. Datenspeicher nach Anspruch 2, dadurch gckennzdchnet, daB ^e ZuotdnungsspcicherzcUen als Hash-Spei- 
cherzcUcn ausgebildet sind, die mit eincr positiven Spannung am Control Gate 15scbbar und nrit einer neganven 
Spannung am Control Gate piogrammierbar sind, 

4. Datenspeidier nach einem der vorhagehenden AnspiOche, dadurch gekennzeichnet, daB die Zuordnungsspei- 
cherzcllen so ausgebildet sind, daB sie jeweiis unter Anwendung von Fowler-Nordhcim-TunndsttOmcn ISschbar 
und programmierbar sind. ^ « ^ « ^ : 

5. Datenspeicher nach einem der vorhetgchcndcn Anspitiche, dadurch gdcennzeichnct. daB die Zuordnungaqpa- 
cherzellen jewdls als Stacked-Oate-Zelle ausgebildet sind, 

6. Datenspeicher nach einem der vorhergebenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB *e Zuordnungsspei- 
cheizellen jeweiis als Split-Gate-ZeUe ausgebildet sind. 
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7. Datenspeicher nach einem der vorfaagehendBn AnsprUche, daduich gekennzeichneU daS er die folgeodea Merk- 
male aufweisu 

- wecigsteos einen Adrefidccodcr (4), der zwiscben eincn AdreBbus (5) und die Selekdonsldtungea 
(XSELl, . . XSELo) geschaltet ist und der so ausgebildet ist, dafi eine oder mehzere Selekdonsleitungen 
(XSELl, . . . , XSELo) eotsprechend einer am AdreBbus (5) anliegeaden Adrosse selekdeifoar sind, 

- wenigsteos onen RedundanzadECfidecoder (7)» der zwiscben den Adzefibus (5) und die Redundanz-Selekd- 
oofileitupgeo (RXSELl > . . SXSEL4) geschaltet ist und der so ausgebildet ist, dafi cine oder mehiere Redun- 
danz-SelektiaQsleitungea (RXSELl, . . RXSEL4) eotsprBcbend einer am AdreBbus (5) anliegenden Adresae 
selekdezbar sind, und 

- <fie Redundanz-Selelaioiisleitungsauswahlschaitung ist im Bereich des Redundanzadrefidecodas (7) ange^ 
ordnet 

8. Datenspeicher nacfa Anspnich 7, daduzch gfrkpnnrffiffhn''^, daB der AdzeBdecoder (4) so ausgebildet ist, dafi er 
duEch den 'RpflundanTarirffff'^'^^'w' (7) deakdvieibar ist 

9. Datenspeicher nach Anspnich 7 oder Anspnich 8, daduzch gekenzizeichEiet, dafi er die folgenden Merkmale auf- 
wdst: 

- der AdreBbus (5) ist als parallels Bus mit einer Anzahl von Adre6busleitung«i (ADRO, ADRl) ausgebildet, 

- d^ZuocdnuDgsspeicher (10, lU 12, 13) weist Zuozdnungsspeichezzellen (19, 20) auf, wobd die Anzahl der 
ZuordnuDgsspeichezzellen (19, 20) gieich der Anzahl der Adzefibnsleitungen (ADRO, ADRl) ist. 

10. Datenspeichtf nach Anspnich 9, daduzch gekennzdchnet, daS der Zuotdnungsspeichor (10, U, 12, 13) wenig- 
stcDB one Validimngs^dchezzdle (21) mit einer WidieruoigsadzcSIeitung (ENA) aufweisL 

11. Datenspeicher nach einem der vodsezgefaenden Ansprtkhe, daduzch gekennzeichnet, daB dafi er die ftdgenden 
Merinnale aufweist 

- die Redundanz-SelelaionsldtungsauswahLschaltung weist mehzere Zuozdnungsspdcher 0.0, 11, 12, 13) zur 
Aufiiafame der Zuocdnungsinformad<»i auf, 

- im Bfsreich der Zaordnungsspdchezzellen sind Zuardnungsadrefileitungen (SELl, . . SEL2) vocgesehen, 
wobea duzch Azilegeo wezngstens eines Zoordnungssigzials an wenigstens eizie Zooninungsadz e B l p itiin g 
(SELl, . . ., SEL4) wmigstens an Zuordnungsspdcher (10, U, 12, 13) sddcderbar ist 

12. Datenspeicher nadi Anspnich 6, daduzch gdcennzeichnist, daB wenigstens €m zwiscben eizien Zuozdnungs- 
adzeBbus (8) uzid die 7^v^rrfTHTng«iHmB1eitiiTigen (SELl, . . SEI>i) geschalteter Zuozdnungsspeichezauawahldeco- 
der (1^ vozgesehen ist, der so ausgebildet ist, daB eizie oder mehzeze ZuozdnungsadzeBleitungen (SELl. . . SSL4) 
oitsprechend einer am Siozdnungsadzefibus (8) anlieg«iden Adresse seldcderbar siisd. 

Hiezzu 6 SeitB(n) Zeichnuzigen 
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